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本研究では，ナノスケール領域における材料の配置技術の解決とデバイス作製法の開発を⽬的
に電気化学的⼿法によるナノ単結晶の作製を⾏ってきた。この⼿法「ナノ電解法」1はギャップ部
分を架橋するようにナノ単結晶を作製することが可能で，⼿軽にナノ単結晶で架橋した２端⼦デバ
イスの作製が可能である。今回はこれまでのナノ単結晶とは異なる，微細なナノファイバーの成⻑
について報告するとともに，ナノファイバーによる２端⼦デバイス
のスイッチング特性について報告する。 

ナノ電解法にはこれまでと同様，専⽤の電解セル（図１）2及び 5 

µmギャップの電極基板を⽤いた。シリンジフィルタでろ過した原料
溶液を１室型の電解セルに加え，電解を⾏った。これまでの研究で
交流を⽤いることで電極間にナノ単結晶が成⻑することが分かって
おり，電解は主に交流で⾏った。電極間を架橋したナノファイバー
の特性は，基板ごと洗浄・乾燥し，電気分解で⽤いた２つの電極を
それぞれソース，ドレイン電極として⽤いて２端⼦測定で⾏った。 

その結果，交流条件を⽤いることで電極間にナノファイバーが成
⻑することが分かった（図２）。これまでは各種の有機材料を⽤いることで，幅100〜数百 nm程

度のナノ単結晶が成⻑する傾向が⾒られたが，今回は幅数⼗ nm
程度のファイバー状の構造が確認され，またそれらがバンドルに
なっている様⼦も⾒られた。 

 これらのナノファイバーの電⼦特性はスイッチング挙動を⽰す
ことが分かった。ナノ材料の形状はこれまでと異なる⼀⽅で，成
⻑様式はこれまで同様に２つの電極間を架橋したことから，交流
条件によって２端⼦デバイスの作製が可能である。このナノファ
イバーの電⼦特性測定を⾏った結果，図３のような電流­電圧特
性が得られた。電圧の上昇と

ともにある電圧値で⾼伝導化する電流値の⾶びが正負双⽅の領
域で⾒られた。 

このナノファイバー作製の詳細と電⼦特性について，及び
その他材料を⽤いたナノ単結晶形成について報告，議論する予
定である。 
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図１：ナノ電解セル

図２：電極間に成⻑したナノファイバー

図３：ナノファイバーのスイッチング特性
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